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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
НИОБАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ 

НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ РАЗЛИЧНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
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Аннотация. Тонкие пленки ниобата бария-стронция были получены на подложках кремния ориен-
таций (001), (110) и (111) методом ВЧ-катодного напыления. Толщина всех пленок составляла 200 нм. 
Пленки были получены поликристаллическими текстурированными. При этом элементарные ячейки 
всех пленок практически не имели деформации по сравнению с объемным материалом. Химический со-
став пленок был исследован методом энергодисперсионного анализа; состав всех пленок соответствует 
стехиометрическому составу исходной мишени. Морфология поверхности пленок была исследована 
методами атомно-силовой микроскопии, по результатам которой обнаружено, что поверхность пленок 
представлена ростовыми блоками различной формы и при этом шероховатость поверхности была низ-
кой. Ориентация подложки практически не влияла ни на размеры блоков, ни на шероховатость по-
верхности. Измерения вольт-фарадных характеристик полученных пленок показали, что независимо от 
ориентации подложек пленки имеют практически идентичные диэлектрические характеристики.
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FABRICATION OF BARIUM-STRONTIUM NIOBATE THIN FILMS 
ON SILICON SUBSTRATES OF VARIOUS ORIENTATIONS

D.V. Stryukov1, Ya.Yu. Matyash1, N.V. Makinyan1, 
A.V. Nazarenko1, A.V. Pavlenko1

Abstract. Barium strontium niobate thin films were fabricated on silicon substrates of (001), (110), and 
(111) orientations by the RF cathode sputtering method. The thickness of all films was equal to each other 
and was 200 nm. In addition, all films were polycrystalline textured. In this case, the unit cells of all films 
had almost no deformation compared to the bulk material. The chemical composition of the films was studied 
by the energy-dispersive analysis method, it was found that the composition of all films corresponds to the 
stoichiometric composition of the target. The morphology of the film surface was studied by atomic force 
microscopy methods, according to the results it was found that the surface of the films is represented by growth 
blocks of various shapes, and at the same time the surface roughness was low. It is noted that the orientation of 
the substrate did not affect either the block sizes or the surface roughness. Measurements of the capacitance-
voltage characteristics of the obtained films showed that, regardless of the orientation of the substrate, the films 
have practically identical dielectric characteristics.
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ей оси [001] SBN в направлении нормали к поверх-
ности подложки. Полученные пленки практически 
не имеют деформации элементарной ячейки по 
сравнению с объемным материалом. Методом ЭДА 
установлено, что химический состав всех исследо-
ванных пленок соответствует стехиометрическо-
му составу исходной мишени. Все пленки облада-
ют гладкой поверхностью с низкими величинами 
среднеквадратичной шероховатости поверхности 
и латерального размера ростовых блоков, при этом 
ориентация подложки Si практически не оказывала 

на них влияния. Также от ориентации подложки Si 
практически не зависят измеренные вольт-фарад-
ные характеристики, что указывает на идентич-
ность диэлектрических характеристик всех пленок, 
а также на близкий характер переключения поля-
ризации и сопоставимые величины коэрцитивных 
полей.

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23-22-00389, https://rscf.ru/
project/23-22-00389/.
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